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Résumé
 :
Dans ce travail, nous nous sommes 
intéressés à l’élaboration de couches de nitrures et oxynitrures de silicium et à l’étude de leurs propriétés optique, chimique 
et structurale afin de les adapter à des dispositifs photovoltaïques.
Le nitrure de silicium 
(SiN
x
) 
est un matériau
 de grande importance technologique en raison de ses propriétés électroniques, ce qui le rend intéressant pour plusieurs applications. En effet, dans l’industrie photovoltaïque en particulier, le 
SiN
x
,
 sous sa variante amorphe hydrogéné SiN
x
:H, s’est imposé rapidement puisqu’il peut servir à la fois comme couche antireflet peu coûteuse et également assurer une passivation des défauts électriquement actifs. De plus, la couche SiN
x
:H contient de l’hydrogène à des concentrations dépendant de la technique et des paramètres de dépôt, qui sert à la passivation des défauts en surface et en volume des substrats de silicium. 
Nous avons présenté et 
discuter l
es résultats expérimentaux des propriétés optiques et structurales 
des 
monocouches SiN
x
 et double couche antireflet 
(DCAR) SiO
2
/SiN
x
 obtenues en 
fonction des traitements thermiques. Nos études ont 
mis en évidence
 l’influence de la température de recuit sur l’apparition et la disparition de certaines liaisons. Nous avons soumis nos échantillons à différentes températures de recuit et nous avons procédés à des 
mesures infrarouge (FTIR) 
afin de mieux connaître le processus de désorption d’hydrogène et l’apparition de certaines liaisons. Nous avons aussi mesuré l’intensité intégrée des liaisons Si-O dans les couches SiN
x
 (Si
3
N
4
). Cette dernière augmente en fonction de la température de recuit, tandis que celle des liaisons Si-N diminue, 
phénomène due
probablement à la formation de la liaison Si-O-N. La température de recuit induit une diffusion de l’oxygène dans le nitrure de silicium pour former la fine couche SiO
y
N
x
.
L’étude physico-chimique 
par 
ED
A
X
,
 RBS et
 SIMS pour
 les échantillons recouv
er
ts par une monocouche (SiN
x
) ou 
DCAR
 (SiO
2
/SiN
x
) a permis de déterminer la stœchiométrie
des couches élaborées
. Les profils SIMS ont révélés les distributions des éléments : Si, N, O et H dans les structures réalisées. C
e
s résultats montrent, 
qu’après une 
oxydation thermique du nitrure de silicium, 
où nous avons observé la formation d’une 
couche en surface 
d
’oxyde de silicium 
d’épaisseur de 37 nm
,
 une couche d’interface 
d’oxynitrure de silicium de l’ordre de 
10 nm
et une couche profonde de nitrure de silicium avec une épaisseur de 
69 nm
.
Nous avons par suite étudié les propriétés optiques de nos couches SiN
x
 et 
DCAR SiO
2
/SiN
x
 en fonction de la température de recuit. Cette étude, nous a permis de montrer l’effet de la DCAR
 SiO
2
/SiN
x
 sur la réflexion ainsi que l’influence du traitement thermique sur les propriétés optiques en générale et sur la réflexion pondérée en particulier. 
En effet, nous avons enregistré un
e diminution de R
p
= 11.28% pour des DCAR non recuit à R
p
= 10.08% pour des 
DCAR
recuit à 1000°C. Par conséquent, nous avons démontré que les propriétés des monocouches ou multicouches sont dépendants du traitement thermique.
Pour la caractérisation des cellules solaires réalisées, nous avons été amenés à utiliser une technique de caractérisation sous éclairement (I-V). Un simulateur solaire a 
été utilisé pour les mesures 
de rendement. De 
la cellule
. Dans cette étude, nous avons comparé plusieurs structures de cellules photovoltaïques. Le meilleur rendement obtenu sur une cellule avec une passivation face avant par une couche de nitrure 
avec 
un dépôt d’oxyde de silicium (dip-coating) suivi d’une étape de nitruration plasma NH
3
 pour la réalisation d’une couche d’interface d’oxynitrure de silicium, est de 8.4%.
Dans une nouvelle étude, nous avons pu
 mettre en évidence la formation de
s
 na
nocristaux de silicium
(nc-Si) 
inclus 
dans la matrice amorphe de SiN
x
 par le biais d’un processus de recuit rapide (RTP), 
destiné pour des applications des 
cellules solaires de 3
ème
 génération
.
 N
ous 
avons étudié, 
la taille 
et 
la cristallinité
 de
nc-Si en fonction de 
la température du RTP
.
)


